
13ビット 250MSPS AD コンバータ

特　長
● 13 ビット分解

● 250 MSPS サンプル･レート

● SNR = 69dBc、100MHz IFおよび250MSPS時

● SFDR = 76dBc、100MHz IFおよび250MSPS時

● SNR = 67.7dBc、230MHz IFおよび250MSPS時

● SFDR = 77dBc、230MHz IFおよび250MSPS時

● 2.2VPP差動入力電圧

● 完全バッファ型アナログ入力

● 5Vアナログ電源電圧

● LVDS互換出力

● 全消費電力：2W

● オフセット･バイナリ出力形式

● TQFP-80 PowerPAD™ パッケージ

● ADS5440 とピン互換

● 工業用温度範囲 = –40°C ～ 85°C

アプリケーション
● 試験および測定/計測装置

● ソフトウェア･ラジオ

● 通信基地局マルチチャネル･レシーバ

● 通信基地局送信デジタル･プレディストーション

● 通信機器

関連製品
● ADS5424 - 14 ビット、105MSPS ADC 

● ADS5423 - 14 ビット、80MSPS ADC

● ADS5440 - 13 ビット、210MSPS ADC

概　要
ADS5444は13ビット、250MSPSのADコンバータ（ADC）で、
5V単電源で動作し、LVDS互換のデジタル出力系は3.3V電源で
動作します。ADS5444の入力バッファはオンボードのトラッ
ク･アンド･ホールド（T&H）の内部スイッチングと分離し、信
号ソースに妨害を与えないようにします。基準電圧を内蔵する
ことによりシステム設計をさらに簡略化しています。ADS5444
は非常に優れた低雑音とリニアリティを入力の全周波数領域に
対して達成しています。
ADS5444は80ピンTQFP PowerPAD™パッケージで供給され
ます。ADS5444はテキサス･インスツルメンツの最新のコンプ
リメンタリ･バイポーラ･プロセス（BiCom3X）を使用して製造
され、工業用の温度範囲（–40°C～85°C）での動作を規定してお
ります。

JAJS173

参 考 資 料

ADS5444

www.tij.co.jp

この資料は、Texas Instruments Incorporated（TI）が英文で記述した資料
を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス･インスツルメンツ
（日本TI）が英文から和文へ翻訳して作成したものです。
資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。
日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補
助的参考資料としてご使用下さい。
製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を
ご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ
らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如
何なる責任も負いません。

SLWS162A 翻訳版

最新の英語版資料
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads5444.pdf
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PowerPADは、テキサス･インスツルメンツの登録商標です。
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(1)

製品 パッケージ 
リード 

パッケージ 
コード(1)

規定温度 
範囲 

パッケージ･ 
マーキング 

発注番号 出荷形態 
数量 

ADS5444IPFPHTQFP-80(2)
ADS5444 PFP –40°C ～ 85°C ADS5444IPFPPowerPAD ADS5444IPFPR

トレイ、96 

テープ･リール、1,000

（1）最新の製品情報と発注情報については、このドキュメントの末尾にある「Package Option Addendum」を参照するか、 
 TIのWebサイトwww.ti.comを参照してください。 
（2）サーマルパッド寸法：7.5mm × 7.5mm（typ） 

製品情報 

熱特性 (1)

パラメータ テスト条件 TYP 単位 

半田付けされたスラグ、無風 21.7 °C/W

半田付けされたスラグ、250LFPM の通風 15.4 °C/W
θJA 半田付けされていないスラグ、無風 50 °C/W

半田付けされていないスラグ、250LFPM の通風 43.4 °C/W

θJC パッケージ底面（ヒートスラグ） 2.99 °C/W

（1）36個のサーマル･ビア（6 × 6 アレイ）を使用。「Application Section（アプリケーション情報）」を参照してください。 

絶対最大定格（1） 

値 / 単位 

AVDD 対 GND
電源電圧 

DVDD 対 GND

アナログ入力 対 GND

クロック入力対GND

CLK 対 CLK

デジタル･データ出力 対 GND

動作温度範囲 

最大ジャンクション温度 

保存温度範囲 

ESD HBM（Human Body Model） 

6V

5V

–0.3V ～ AVDD+0.3V

–0.3V ～ AVDD+0.3V

±2.5V

–0.3V ～ DVDD+0.3V

–40°C ～ 85°C

150°C

–65°C ～ 150°C

2.5kV

（1）絶対最大定格を超えるストレスは、デバイスに永久的な損傷を与えます。絶対最大定格の状態で長時間動作させると、デバイスの信頼性が低下します。 
 これは、ストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「電気的特性」に示された値を超える状態での本製品の機能動作は含まれていま 
 せん。 

静電気放電対策
これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を

内蔵しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに
対する静電破壊を防止するために、リード線どうしを短絡して
おくか、デバイスを導電性のフォームに入れる必要があります。
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推奨動作条件 

電気的特性 

MIN NOM MAX 単位 

電源 

AVDD アナログ電源電圧 4.75 5 5.25 V

DVDD 出力ドライバ電源電圧 3 3.3 3.6 V

アナログ入力 

差動入力範囲 2.2 VPP

VCM 入力コモンモード 2.4 V

クロック入力 

1/tC ADCLK 入力サンプル･レート（正弦波） 10 250 MSPS

クロック振幅、差動正弦波 3 Vpp

クロック･デューティ･サイクル 50%

TA 動作温度 –40 85 °C

特に指定がない限り、TA = 25°C、サンプリング･レート = 250MSPS、50％クロック･デューティ･サイクル、 
AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、–1dBFS差動入力、3VPP差動クロックです。 

パラメータ テスト条件 MIN TYP MAX 単位 

分解能 13 ビット 

アナログ入力 

差動入力範囲 2.2 Vpp

差動入力抵抗（DC） 1 kΩ

差動入力容量 1.5 pF

アナログ入力帯域幅 800 MHz

内部基準電圧 

VREF 基準電圧 2.4 V

ダイナミック精度 

ノー･ミッシング･コード 確認 

DNL 差動直線性誤差 
 

fIN = 10 MHz –1 ±0.4 1 LSB

INL 積分直線性誤差 fIN = 10 MHz –2.2 ±0.9 2.2 LSB

オフセット誤差 –11 11 mV

オフセット温度係数 0.0005 mV/°C

ゲイン誤差 –5 5 %FS

ゲイン温度係数 –0.02 ∆%/°C

PSRR 100MHz 入力周波数 1 mV/V

電源供給 

IAVDD アナログ供給電流 340 390 mA

IDRVDD 出力バッファ供給電流 
 

VIN = フル･スケール、fIN = 100MHz、 
FS = 250MSPS

80 100 mA

消費電力 2 2.28 W
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MIN TYP MAX

ダイナミックAC特性 

fIN = 10 MHz 69.3

fIN = 70 MHz 69

fIN = 100 MHz TA = 25°C 67 69

全温度範囲 66.5 69
SNR  信号/雑音比 dBc

fIN = 170 MHz 68.3

fIN = 230 MHz 67.7

fIN = 300 MHz 67

fIN = 400 MHz 66

fIN = 10 MHz 85

fIN = 70 MHz 77

TA = 25°C 70 77
fIN = 100 MHz

全温度範囲 68 77
SFDR

スプリアス･フリー 
ダイナミック･レンジ dBc

fIN = 170 MHz 74

fIN = 230 MHz 77

fIN = 300 MHz 70

fIN = 400 MHz 64

fIN = 10 MHz 87

fIN = 70 MHz 77

fIN = 100 MHz 80

HD2 2次高調波 fIN = 170 MHz 74 dBc

fIN = 230 MHz 78

fIN = 300 MHz 70

fIN = 400 MHz 64

fIN = 10 MHz 86

fIN = 70 MHz 82

fIN = 100 MHz 79

HD3 3次高調波 fIN = 170 MHz 80 dBc

fIN = 230 MHz 91

fIN = 300 MHz 80

fIN = 400 MHz 69

fIN = 10 MHz 90

fIN = 70 MHz 95

fIN = 100 MHz 82
他の高調波/スプリアスによる 
ワースト･ケース（HD2とHD3を除く） 

fIN = 170 MHz 80 dBc

fIN = 230 MHz 83

fIN = 300 MHz 86

fIN = 400 MHz 85

電気的特性 
特に指定がない限り、TA = 25°C、サンプリング･レート = 250MSPS、50％クロック･デューティ･サイクル、 
AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、–1dBFS差動入力、3VPP差動クロックです。 

パラメータ テスト条件 単位 

fIN = 10 MHz 69

fIN = 70 MHz 68

fIN = 100 MHz 67.6

SINAD fIN = 170 MHz 66.5 dBc

fIN = 230 MHz 67

fIN = 300 MHz 65

fIN = 400 MHz 61

ENOB 有効ビット数 fIN = 10 MHz 11.2 ビット 

RMS アイドル･チャネル雑音 入力はコモンモードに接続 0.4 LSB

デジタル特性 – LVDSデジタル出力 

差動出力電圧 0.247 0.452 V

出力オフセット電圧 1.125 1.25 1.375 V
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タイミング特性 
TA = –40°C ～ 85°C、50％クロック･デューティ･サイクル、サンプリング･レート = 250MSPS、AVDD = 5V、DVDD = 3.3V

パラメータ テスト条件 MIN TYP MAX 単位 

tA アパーチャ遅延 500 ps

tJ クロック･スロープに依存しない 
アパーチャ不確定性（ジッタ） 

200 fs RMS

レイテンシー 4 サイクル 

Clock

tCLK クロック期間 4 ns

ns

ns

tCLKH “H”レベルのクロック･パルス幅 2

tCLKL “L”レベルのクロック･パルス幅 2

クロックからDataReady（DRY） 

tDR クロックの立ち上がりから 
DataReadyvの立ち下がりまで 

1.1 ns

tC_DR クロックの立ち上がりから 
DataReady の立ち上がりまで 

クロック･デューティ 
サイクル= 50% (1)

2.7 3.1 3.5 ns

クロックからDATA、OVR (2)

tr データ立ち上がり時間（20%から80%） 0.6 ns

tf データ立ち下がり時間（80%から20%） 0.6 ns

tsu_c データ有効からクロックまで（セットアップ時間） 3.1 ns

th_c クロックからデータ無効化まで（ホールド時間） 0.2 ns

DataReady（DRY）/ DATA、OVR (2)

tsu(DR) データ有効からDRYまで 1.7 2 ns

th(DR) DRYからデータ無効まで 0.9 1.3 ns

（1）クロック･デューティ･サイクルが50％でない場合、tC_DR = tDR + tCLKHと定義されます。 
（2）データは、クロックの立ち下がりエッジまたはDRY の立ち上がりエッジで更新されます。 

タイミング特性 

図 1. タイミング図 

N
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ピン配置 

端子機能 
端子 

説明 
名前 ピン番号 

3, 8, 13, 14, 19, 21,
AVDD 23, 25, 27, 31, 35, 37, アナログ電源 

39

DVDD 1, 51, 66 出力ドライバ電源 

2, 7, 9, 12, 15, 18, 20,
GND 22, 24, 26, 28, 30, 32, グランド 

34, 36, 38, 40, 52, 65

VREF 6 基準電圧 

CLK 10 差動入力クロック（正）。変換は立ち上がりエッジで実行開始されます。 

CLK 11 差動入力クロック（負） 

AIN 16 差動入力信号（正） 

AIN 17 差動入力信号（負） 
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オーバーレンジ･インジケータ、LVDS 出力。アナログ入力がフルスケール範囲を超えると 
“H”が出力されます。 

OVR, OVR 42, 41

D0, D0 50, 49 LVDS デジタル出力ペア、最下位ビット（LSB） 

D1–D6, D1–D6 53–64 LVDS デジタル出力ペア 

D7–D11, D7–D11 67–76 LVDS デジタル出力ペア 

D12, D12 78, 77 LVDS デジタル出力ペア、最上位ビット（MSB） 

DRY, DRY 80, 79 Data ready LVDS 出力ペア 

NC 4, 5, 29, 33, 43–48 内部非接続 

端子機能 
端子 

説明 
名前 ピン番号 

用語の定義
アナログ帯域幅：低周波領域に比べて基本波電力が3dB減少し
たときのアナログ入力周波数。

アパーチャ遅延：入力サンプリング･クロックの立ち上がりエッ
ジから、実際にサンプリングが実行開始されるまでの遅延時間。

アパーチャ不確定性（ジッタ）：サンプル相互間におけるアパー
チャ遅延の変動。

クロック･パルス幅/デューティ･サイクル：クロック信号の
デューティ･サイクルは、クロック1周期に対する“H”レベル
の時間比率です。デューティ･サイクルは一般的にパーセント
で表されます。完全な差動のサイン波は50％のデューティ･サ
イクルとなります。

最大変換レート：規定の動作が保証される最大サンプリング･
レート。特に指定がない限り、すべてのパラメータ･テストは、
このサンプリング･レートで実行したものです。

最小変換レート：ADCが機能する最小サンプリング･レートです。

微分非直線性（DNL）：理想的なADCは正確に1LSBに対応する
入力変化に対してデータが変わります。
DNLはこの理論値からの1ステップの誤差を示し、LSB単位で
測定します。

積分非直線性（INL）：ADCの伝達関数とその伝達関数から最小
二乗曲線で計算されるベストフィット･ラインとの偏差でLSB
単位で測定します。

ゲイン誤差：ADC の実際の入力フルスケール範囲と、その理
想値との偏差です。ゲイン誤差は、理想的な入力フルスケール
範囲に対するパーセンテージで表します。

オフセット誤差：両方の入力をコモンモードレベルにしたとき、
中間コードからの出力コードの偏差です。

温度ドリフト（ゲイン誤差とオフセット誤差に関係する）：公称
温度における値から、TMIN時もしくはTMAX時における値への
変化を意味します。これは、全温度範囲におけるパラメータの
最大変動を、TMAX – TMINで割る方法で計算されます。

信号対雑音比（SNR）：SNRは、基本波の電力（PS）と直流と最初
の5つの高調波を除いた、ノイズ･フロア電力（PN）の比率です。

SNRは、基本波の電力の絶対値を基準として使用した場合は単
位dBc（dB to carrier、搬送波に対するデシベル）、または基本
波の電力をコンバータのフルスケール範囲に対して外挿した場
合は単位dBFS（dB to full scale、フルスケールに対するデシベ
ル）で表します。

信号対（雑音+歪）比（SINAD）：基本波の電力（PS）と、ノイズ
（PN）および歪（PD）を含む他のすべてのスペクトラム成分の合
計電力比率。（ただし、DCを除く。）

SINADは、基本波の電力の絶対値を基準として使用した場合は
単位dBc、または基本波の電力をコンバータのフルスケール範
囲に対して外挿した場合は単位dBFSで表します。

実効分解能帯域幅：SNR（dB）がフルスケール入力振幅に比べ
て3dB低下する最高の入力周波数です。

全高調波歪（THD）：基本波の電力（PS）と、第5高調波までの電
力（PD）の比率です。

THDは通常、dBc 単位で表します。

2トーン混変調歪：MD3は、基本波の電力（周波数f1とf2）と、
（2f1 – f2もしくは2f2 – f1）どちらかの周波数におけるワースト･
ケースのスペクトラム成分の電力の比率です。IMD3は、基本
波の電力の絶対値を基準として使用した場合は単位dBc、また
は基本波の電力をコンバータのフルスケール範囲に対して外挿
した場合は単位dBFSで表します。

SNR (1)= 10 log10
PS
PN

(2)SINAD = 10 log10
PS

PN PD+

THD (3)= 10 log10
PS
PD
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代表的特性 
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SFDR = 86.8 dBc
SNR = 68.7 dBc
THD = 82.3 dBc
SINAD = 68.5 dBc

スペクトラム特性 
（10MHz入力信号のFFT） 

図 2
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スペクトラム特性 
（100MHz入力信号のFFT） 

図 3
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スペクトラム特性 
（170MHz入力信号のFFT） 

図 4
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スペクトラム特性 
（230MHz入力信号のFFT） 

図 5
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代表的特性 
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スペクトラム特性 
（300MHz入力信号のFFT） 

図 6
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代表的特性 
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代表的特性 
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代表的特性 
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代表的特性 
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代表的特性 
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DRVDD – Supply Voltage – V
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アプリケーション情報
動作原理
ADS5444は13ビット250MSPSのモノリシック･パイプライン
ADコンバータです。バイポーラ･アナログ･コアは5V電源で動
作しますが、LVDS互換の出力部は3.3V電源を用いています。
変換プロセスは外部入力クロックの立ち上がりエッジで実行が
開始されます。その時点で、差動入力信号が入力トラック･アン
ド･ホールド（T&H）によってキャプチャされ、取り込まれた入
力サンプルは一連の分解能ステージによって逐次的に変換され
ます。変換結果はデジタル補正ロジック･ブロックの中で補正
されて出力されます。クロックのハーフサイクルごとに、サン
プルがパイプラインの中で伝播するようにクロックの立ち上が
りエッジと立ち下がりエッジの両方が使用されます。このプロ
セスによりデータ･レイテンシは4クロック･サイクルで済み、
その時点で出力データは1ワード13ビット並列、オフセット･バ
イナリ形式で利用可能になります。

入力構成
ADS5444のアナログ入力は、アナログ差動バッファとそれに
続くバイポーラのトラック･アンド･ホールド回路によって構成
されています。このアナログ･バッファはADCの入力を駆動す
るソースをあらゆる内部スイッチングから分離します。入力コ
モンモードは内部で2.4Vから500Ωの抵抗を通して各入力に接
続され設定されます。この結果、差動入力インピーダンスは
1kΩになります。
フルスケール差動入力の場合、信号が入力されるそれぞれの

信号ライン（ピン16と17）は、2.4 + 0.55Vおよび2.4 – 0.55Vの範
囲で対称的にスイングします。これは各入力の最大信号スイン
グ（振幅）が1.1VPPであること、差動入力信号全体のスイングが
2.2VPPであることを意味します。最大スイングは内部基準電圧
によって決まるので外部回路を使用する必要はありません。
ADS5444はアナログ入力が差動駆動される状況で最適な性能
を達成します。図33は1次側か2次側のどちらかで終端したRF
トランスを使用した利用可能な回路例を示します。電圧ゲイ
ンが必要な場合はステップアップトランスを使用できます。実
用的ではない巻き線比を必要とする電圧ゲインに対応するため
にトランスを駆動するシングルエンド･アンプの例を図34に示
します。

ADT1-1WT

1 : 1
AIN

AIN

ADS5444AC Signal
Source

R0
50 Ω

Z0
50 Ω

R
50 Ω

図 33. RFトランスを使用してシングルエンド入力を差動信号に変換 

図 34. OPA695をADS5444と組み合わせて使用 
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18 pF
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図 35. THS4509をADS5444と組み合わせて使用 

OPA695以外にもTIではさまざまなシングルエンド･オペアン
プの選択肢を取り揃えておりアプリケーションに基づいてそれ
らを選択できます。入力周波数の高いアプリケーションに対し
て、TIのTHS9001のようなRFゲイン･ブロック･アンプをRFト
ランスとともに使用することもできます。信号ソースとDC結
合を必要とするアプリケーションではTHS4509のような差動入
力/差動出力アンプ（図35を参照）が適切なソリューションにな
ります。これではボード･スペースを最小限に抑え、コンポー
ネント数を減らすことができます。
この構成ではTHS4509アンプ回路は10dBのゲインを実現し、

シングルエンド入力を差動形式に変換しADS5444に対する適切
な入力コモンモード電圧を設定します。
THS4509の出力とADS5444の入力の間にある50Ωの抵抗およ

び18pFのコンデンサ（ADCの入力コンデンサとは別に存在）は、
信号の帯域幅を約70MHz（–3dB）に制限します。
入力の終端は、グランドに接続されている78.9Ωの抵抗と、
0.22µFのコンデンサ、およびアンプ回路の入力インピーダンス
の組み合わせによって実現されています。0.22µFのコンデンサ
と49.9Ωの抵抗が、78.9Ωの抵抗と0.22µFのコンデンサより遠く
でグランドに接続されていますが、これは回路のバランスをと
ることを目的とした入力の代わりです。

ゲインはソースのインピーダンス、終端、および348Ωの
フィードバック抵抗の関数として表されます。他の一般的なゲ
インを達成するために、適切な50Ωの終端を設定するための他
のコンポーネントの値についてはTHS4509のデータシートを参
照してください。
ADS5444の推奨入力コモンモード電圧は+2.4Vですので、
THS4509を単電源で動作させる場合はVS+ = +5V，VS– = 0V（グ
ランド）に設定します。この結果、THS4509の内部トランジス
タは処理能力の余裕を最大限に得ることができます。

クロック入力
ADS5444のクロック入力は、差動クロック信号、またはシン
グルエンド･クロック信号のどちらかを使用して駆動できます。
どちらの構成を使用する場合も性能の違いはほとんどまたはまっ
たくありません。ジッタが大きな問題とはならない入力周波数
が低いアプリケーションでは、シングルエンド･クロックを使
用（図36を参照）すると性能を犠牲にすることなく、コストと
ボード･スペースをある程度節約できることがあります。この
構成で駆動する場合は0.01µFのコンデンサをとおしてCLKをグ
ランドに接続するのが最善です。この場合、図36に示すように
CLKは0.01µFのコンデンサによってクロック･ソースにAC結合
されます。

図 36. シングルエンド･クロック 

CLK

ADS5444

CLK

Square Wave or
 Sine Wave

0.01 µF

0.01 µF
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ただし、ジッタに敏感なアプリケーションでは（他のADCと
同様）差動クロックを使用する方がシステム･レベルで利点があ
ります。最初の利点はPCBレベルでコモンモード雑音を除去で
きることです。
また差動クロックを使用する場合は絶対最大定格を上回るこ
となく、より大きなクロック振幅を扱うことができます。正弦
波クロックを使用する場合は高いスルー･レートをもたらし、
クロック･ノイズがジッタに及ぼす影響を減らします。詳細につ
いては『Clocking High Speed Data Converters（SLYT075）』を参
照してください。
図37に、このアプローチを示します。差動クロックを使用す
る場合であっても、クロック振幅が絶対最大定格を超える状況
が想定されるときは、クロック振幅を制限するためにバック･
ツー･バックのショットキー･ダイオードを追加することができ
ます。
もう1つの可能性はPECLのようなロジック･ベースのクロッ
クを使用することです。この場合エッジのスルーレートは、正
弦波クロックに基づく同じクロック振幅から得られるスルー･
レートに比べて非常に高くなることが多くなります。このソ
リューションを使用する場合は、ADCのジッタに依存するス
ロープの効果が最小になります。ロジック･ゲートを使用して

正弦波クロックを方形波にする方法は、最善の結果をもたらさ
ないことがあります。ロジック･ゲートはコンパレータとして
最適化されているとは限らないので、入力を方形波にする際に
ジッタを非常に増大させる可能性があります。
クロック入力のコモンモード電圧は内蔵の1kΩの抵抗を使用
して、内部で2.4Vに設定されます。AC結合を使用することを
お勧めしますが、たとえば非同期クロックの使用などでこの手
法が不可能な場合はADS5444はクロックのコモンモード変動に
対する良好な耐性を有しています。
さらに、内部のADCコアはクロックの両方のエッジを変換プ
ロセスで使用します。理想的にはデューティ･サイクル50％の
クロック信号を供給する必要があります。

デジタル出力
このADC には、13個のデータ出力（D12 - D0、D12がMSBで

D0がLSB）、データ･レディ信号（DRY）、および範囲外インジ
ケータ（OVR）があります。OVRは出力がフルスケールの境界
に達した場合に論理“H”となります。出力形式はオフセッ
ト･バイナリです。ADS5444の出力データをキャプチャするた
めにDRY 信号を使用することをお勧めします。
ADS5444のデジタル出力はLVDS互換です。

CLK

ADS5444

CLK

0.1 µF
1:4Clock

Source

MA3X71600LCT–ND

図 37. 差動クロック 

図 38. PECL ロジックを使用した差動クロック 

CLK

ADS5444

CLK

D

VBB

MC100EP16DT

50 Ω

100 nF

100 nF

50 Ω

113 Ω

Q

Q

D

100 nF

100 nF

100 nF

499 Ω
499 Ω
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電源
適切なデカップリングがされた低雑音の電源を使用することを
お勧めします。リニア電源はスイッチング電源より望ましい選
択肢です。スイッチング電源はより多くの雑音を発生する傾向
があり、それらはADS5444に影響を与える可能性があります。
ADS5444は2つの電源を使用します。アナログ部分に対して
5VのAVDDを使用します。一方、デジタル出力（DVDD）に関
しては3.3V の使用をお勧めします。すべてのグランド･ピンに
は「GND」というマークが付いていますが、AGNDピンと
DRGNDピンはパッケージ内部で互いに接合されていません。

レイアウト情報
評価ボードはADS5444から最大の性能を得るためのボードの
レイアウトに関する適切なガイドラインを示しています。多層
基板を使用する際の一般的な設計規則はADCのグランド接続に
1つのグランド･プレーンを割り当て、デカップリング用のセラ
ミック･チップ･コンデンサを実装することです（評価ボードを
参照ください）。
入力トレース（パターン）は、干渉や雑音を誘引するあらゆ

る外部ソースから隔離する必要があります。この中にはデジタ
ル出力やクロック信号パターンも含まれます。クロック信号の
パターンも、他の信号から隔離する必要があります。特に高い
IFサンプリング周波数を使用し、低いジッタを必要とするアプ
リケーションに当てはまります。
上記以外ではデバイスの放熱に注意を払う必要があります。

「PowerPad パッケージ」セクションで説明されているように、
PowerPadをプリント基板にハンダ付けする必要があります。

PowerPADパッケージ
PowerPAD パッケージは熱特性を改善した標準サイズのIC
パッケージであり、放熱用パッケージとして従来使用されてい
た大型のヒートシンクとスラグは不要となります。このパッ
ケージは、プリント基板（PCB）へ通常のアセンブリ技法を使
用して容易に実装できます。また標準的な修復の手順を使用し
て取り外して交換できます。
PowerPADパッケージはリードフレーム･ダイ･パッド（つま
り、熱パッド）がICの底面に露出するよう設計されています。
これはダイとパッケージ外部の間で非常に低い熱抵抗のパスを
提供します。その結果、ICの底面にある熱パッドをプリント基
板（PCB）に直接半田付けし、プリント基板をヒートシンクと
して使用することができます。

アセンブリ･プロセス
1. PCB最上面にエッチングにより「メカニカル･データ」セク
ションに図示された端子およびサーマル･パッド部を設け
ます。

2. 6 × 6 配列のサーマル･ビアを熱パッド領域に設けます。こ
れらの穴は、直径13mil（0.33mm）にする必要があります。
穴径が小さいので、半田がこれらの穴をとおって流れ出る
ことを防止できます。

3. パッケージの下、ただしサーマル･パッド領域の外側に、
直径25mil（0.64mm）の穴を、少数開けることをお勧めしま
す。これは付加的なヒート･パスを提供するためです。

4. すべての穴（サーマル･パッド領域の内側と外側にある穴の
両方）を、一つの基板内の銅プレーン（グランド･プレーン
など）に接続します。

5. これらのサーマル･ビアをグランド･プレーンに接続すると
きは、一般的な波状や放射状のビア接続パターンを使用し
ないでください。スポーク状のパターンを使用するとグ
ランド･プレーンに対する熱抵抗が増大します。

6. 最上面の半田マスクではパッケージの端子とサーマル･
パッド領域を露出させる必要があります。

7. 半田が流れ出ることを防止するためにPowerPADビアの底
面全体を覆ってください。

8. 露出したサーマル･パッド領域、およびすべてのパッケー
ジ端子に対して半田ペーストを塗布してください。

PowerPAD パッケージと熱特性の詳細については『SLMA004
Application Brief PowerPAD Made Easy』または『SLMA002
Technical Brief PowerPAD Thermally Enhanced Package』を参
照してください。



21

Orderable Device Status (1) Package
Type

Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan (2) Lead/Ball Finish MSL Peak Temp (3)

ADS5444IPFP ACTIVE HTQFP PFP 80 96 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR

ADS5444IPFPR ACTIVE HTQFP PFP 80 1000 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-4-260C-72 HR

パッケージ情報
製品情報

(1) マーケティング･ステータスは次のように定義されています。

ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。

LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。

NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨
していません。

PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。

OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

(2) エコ･プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free（RoHS）、Pb-Free（RoHS Expert）およびGreen（RoHS & no Sb/Br）があります。最新情報およ
び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。

TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。

Pb-Free (RoHS)：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”（鉛フリー）は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま
す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1％を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定
された鉛フリー･プロセスでの使用に適しています。

Pb-Free (RoHS Exempt)：この部品は、1）ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2）ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、
が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free（RoHS）と考えられます。

Green (RoHS & no Sb/Br)：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”（RoHS互換）に加えて、臭素（Br）およびアンチモン（Sb）をベースとした難燃材を含まない（均質
な材質中のBrまたはSb重量が0.1％を超えない）ことを意味しています。

(3) MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者に
よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合
するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部
材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、
CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金
額を超える責任は負いかねます。
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テープおよびリール･ボックス情報 

REEL DIMENSIONS TAPE DIMENSIONS

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Reel
Diameter

Reel Width (W1)

User Direction of Feed

Q1 Q2 Q1 Q2

Q3 Q4 Q3 Q4

K0

A0

B0

P1

Cavity

A0
B0
K0
W
P1

Dimension designed to accommodate the component width
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Sprocket Holes

W

*All dimensions are nominal

Device Package
Type

Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

ADS5444IPFPR HTQFP PFP 80 1000 330.0 24.4 15.0 15.0 1.5 20.0 24.0 Q2

パッケージ･マテリアル情報
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TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

*All dimensions are nominal

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

ADS5444IPFPR HTQFP PFP 80 1000 346.0 346.0 41.0

パッケージ･マテリアル情報
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A.  全ての線寸法の単位はミリメートルです。 
B.  図は予告なく変更することがあります。 
C.  本体寸法にはバリや突起を含みません。 
D.  このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、 
　  テクニカル･ブリーフ『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）を参照してください。これらの 
　  ドキュメントは、ホームページwww.ti.comで入手できます。 
E.  JEDEC MO-026に適合しています。 

注： 

PFP（S-PQFP-G80） PowerPAD™ PLASTIC QUAD FLATPACK

メカニカル･データ
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露出サーマル･パッドの寸法 

注：寸法はすべてミリメートル単位です。 

PFP（S-PQFP-G80）

サーマルパッド･メカニカル･データ

熱特性について
このPowerPADTMパッケージには、外部ヒートシンクに直接

接続するように設計された、露出したサーマル･パッドが装備
されています。このサーマル･パッドは、プリント基板（PCB）に
直接半田付けする必要があります。半田付け後は、PCBをヒー
トシンクとして使用できます。また、サーマル･ビアを使用し
て、サーマル･パッドをデバイスの回路図に示された適切な銅
プレーンに直接接続するか、あるいはPCB内に設計された特別
なヒートシンク構造に接続することができます。この設計によ
り、ICからの熱伝導が最適化されます。

PowerPADTMパッケージについての追加情報及びその熱放散
能力の利用法については、テクニカル･ブリーフ『PowerPAD
Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）および
アプリケーション･ブリーフ『PowerPAD Made Easy』（TI文献
番号SLMA004）を参照してください。いずれもホームページ
www.ti.comで入手できます。
このパッケージの露出したサーマル･パッドの寸法を次の図
に示します。
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(SLWS162A)

A.  全ての線寸法の単位はミリメートルです。 
B.  図は予告なく変更することがあります。 
C.  中央の半田マスク定義パッドを変更しないように、回路基板組み立て図に注記を書き込んでください。 
D.  このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、テクニカル･ブリーフ 
　 『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）を参照してください。これらのドキュメントは、ホームページwww.ti.comで 
  　入手できます。代替設計については、資料IPC-7351を推奨します。 
E.  レーザ切断開口部の壁面を台形にし、角に丸みを付けることで、ペーストの離れがよくなります。ステンシル設計要件については、基板組み立て 
  　拠点にお問い合わせください。例に示したステンシル設計は、50%容積のメタルロード半田ペーストに基づいています。ステンシルに関する他の 
  　推奨事項については、IPC-7525を参照してください。 
F.  信号パッド間および信号パッド周囲の半田マスク許容差については、基板組み立て拠点にお問い合わせください。 

注： 

PFP（S-PQFP-G80） PowerPAD™

ランド･パターン



ご注意 
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas 
Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments 
Incorporatedを総称してＴＩといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、
改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を
中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最
新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご
確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場
合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご
注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。 
 
ＴＩは、そのハードウェア製品が、ＴＩの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応
した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従
い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびそ
の他の品質管理技法は、ＴＩが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行
なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府
がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。 
 
ＴＩは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計につい
て責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びその
アプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様
の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、
適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。 
 
ＴＩは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合せ、機械装置、もしくは
方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的
財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的に
も保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報
を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセン
スを与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を
使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセ
ンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づ
きTI からライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。 
 
TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報
に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付られた全ての保証、条件、
制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情
報に変更を加えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そ
のような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。 
 

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパ
ラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくは
サービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的
保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為
です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。 
 
TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例
えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当
な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めて
おりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用に
ついて明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情
報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及
び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を
持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致
命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守
する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、
かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないこ
とが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表
者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補
償をするものとします。 
 
TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空
宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図
されておりません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラス
ティック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対
応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客
様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは
軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされると
いうこと、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされ
る全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないこと
を認め、かつ同意します。 
 
TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるよう
には設計されていませんし、また使用されることを意図されておりません。但し、TI
がISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。
お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使
用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も
負わないことを認め、かつ同意します。 

弊社半導体製品の取り扱い・保管について 
半導体製品は、取り扱い、保管･輸送環境、基板実装条件によっては、お客
様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。 
 
弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。 
1.　静電気 
　　●　素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある

場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋
等をして取り扱うこと。 

　　●　弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品
単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導
電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行う
こと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。 

　　●　マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類
は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。 

　　●　前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置
類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認
されていること。  

2.　温･湿度環境 
　　●　温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送及び取り扱

いを行うこと。（但し、結露しないこと。）  

　　●　直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。 
3.　防湿梱包 
　　●　防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装

すること。  
4.　機械的衝撃 
　　●　梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を

与えないこと。 
5.　熱衝撃 
　　●　はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さら

さないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。） 
6.　汚染 
　　●　はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚

染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。 
　　●　はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有

率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。） 
 
 
 
 

以上 

Copyright     2009, Texas Instruments Incorporated 
日本語版  日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 

2001.11

IMPORTANT NOTICE 
IMPORTANT NOTICE 


